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(57) Спосіб плазмохімічної обробки матеріалів,
який полягає у травленні напівпровідникових пла-

стин, що проводять в циліндричному реакторі, в
якому плазму ВЧ-розряду збуджують при пониже-
ному тиску плазмоутворюючого газу шляхом ство-
рення в реакторі високочастотного електричного
поля напруженістю Е, яке зумовлює появу хімічно
активних частинок плазми концентрацією N, плас-
тини розташовують у спеціальних касетах на від-
стані h одна від одної, який відрізняється тим, що
відстань h між пластинами визначають пропорцій-
но зміні співвідношення E/N.

Корисна модель відноситься до електронної
техніки, а саме до плазмовим способам обробки
поверхні матеріалів і може бути використана, на-
приклад, для обробки напівпровідникових матері-
алів.

Відомий спосіб [див. патент №1443689 СССР,
МПК3 Н 01 L 21/302, опубл. 25.11.86.], згідно якого
обробка і травлення матеріалів проводять в реак-
ційній камері з плоско-паралельним розташуван-
ням електродів. При сталій відстані між електро-
дами знімають залежність напруги запалювання
ВЧ-розряда від тиску робочого газу. Запалюють
ВЧ-розряд і, змінюючи тиск робочого газу і напругу
між електродами в залежності від зміни кривої
запалювання, визначають, при якому тиску робо-
чого газу потужність, що споживається розрядом,
відповідає заданому рівню. Потужність визначають
шляхом множення вимірюваних величин: ВЧ-
струму, косинуса кута зміщення фази між струмом
і ВЧ-напруги між електродами. При закінченні тра-
влення поверхні зразка змінюється склад газу в
камері, змінюються електричні параметри розряду.
Вимірюючи зміну високочастотної напруги розряду
в процесі закінчення травлення, визначають мо-
мент стравлювання покриття.

Недоліком даного способу є низька ефектив-
ність через ускладнену відтворюваність умов про-
цесу, складу та тиску суміші плазмоутворюючого
газу, десорбцію зі стінок реактора продуктів попе-
реднього циклу, похибку вимірювань електричних
параметрів плазми.

Найбільш близьким є спосіб плазмохімічної
обробки матеріалів [див. Киреев В.Ю., Данилин

Б.С., Кузнецов В.И. Субмикронная технология ин-
тегральных схем //Итоги науки и техники. Сер.
Электроника. - 1982. - №14. - с.76], який полягає у
тому, що травлення напівпровідникових пластин
проводять в циліндричному реакторі, в якому пла-
зму ВЧ-розряду збуджують при пониженому тиску
плазмоутворюючого газу шляхом створення в реа-
кторі високочастотного електричного поля напру-
женістю Е,  яке зумовлює появу хімічно активних
частинок плазми концентрацією N, пластини роз-
ташовують у спеціальних касетах,  відстань h  між
якими є постійною.

Головним недоліком даного способу є низька
рівномірність травлення, що пов'язана з нерівно-
мірною концентрацією N хімічно активних частинок
плазми, яка є наслідком нерівномірної напруженіс-
тю Е високочастотного збуджуючого електричного
поля в об'ємі реактора.

В основу корисної моделі покладено задачу
створення способу плазмохімічної обробки мате-
ріалів, в якому за рахунок підбору оптимальної
відстані h між пластинами в касеті, яка пропорцій-
на співвідношенню E/N, досягається підвищення
рівномірності обробки і травлення матеріалів.

Поставлена задача досягається тим, що плаз-
мохімічна обробка матеріалів яка полягає у тому,
що травлення напівпровідникових пластин прово-
дять в циліндричному реакторі, в якому плазму
збуджують шляхом створення високочастотного
електричного поля напруженістю Е при понижено-
му тиску плазмоутворюючого газу, що зумовлює
появу хімічно активних частинок плазми концент-
рацією N, пластини розташовують у спеціальних
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касетах, відстань h між якими визначають пропор-
ційно зміні співвідношення E/N.

На кресленні (Фіг.) представлена схема реак-
ційної камери,  в якій здійснюється даний спосіб.
Вона складається з циліндричного реактора 1,
який служить для збудження ВЧ-розряду 3, до сті-
нок якого закріплені касети з пластинами 2, на
яких пластини розташовані із змінним кроком h.

Спосіб здійснюється наступним чином. Трав-
лення проводять в циліндричному реакторі 1, до

стінок якого закріплюють касети з пластинами 2,
відстань h між якими пропорційна зміні співвідно-
шення E/N. В даному реакторі індуктивним або
ємнісним способом створюють високочастотне
електричне поле напруженістю Е, яке при пониже-
ному тиску плазмоутворюючого газу збуджує пла-
зму ВЧ-розряду 3, що зумовлює появу хімічно ак-
тивних частинок плазми концентрацією N.
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